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はじめに 
近年、ナノリボンやアンチドットなどのナノ構造化によるグラフェンの電子物性の変調が注目されている。

これまでに我々は、傾斜 SiC基板に特有の SiCナノ表面[1, 2]をテンプレートとして、MBE法やCVD法によっ
て 5~15nm 幅のグラフェンナノリボン(GNR)を作成し、その物性について研究を行ってきた。MBE 法では単層
エピタキシャル GNRsが成長し、角度分解光電子分光(ARPES)によって K点にバンドギャップを観察した[3]。
一方、CVD法では、供給ガス中に含まれる微量酸素によって SiC表面に形成した酸化膜によってエピタキシャ
ル成長が阻害され、回転ドメインを含む多結晶グラフェンが成長する[4]。そこで本研究ではSiC基板へCVD法
によるエピタキシャルグラフェン成長を目的とした。 
実験方法 
実験にはコールドウォール赤外線加熱炉を用い、高温水素ガスエッチングによって SiCナノ表面を作成した

後、引き続いて水素/エチレン混合ガスを供給してグラフェン成長を行った。使用基板は[11-20]および[1-100]方
向に４オフした 6H-SiC(0001)を用いた。 
実験結果 
図１aに圧力 0.5 atm, 水素 2 slm, エチレン 2 sccm, 成長温度 1300 ℃で 15分間成長したサンプルのLEED像

を示す。僅かながらグラフェンの回転ドメインも観察されているが、SiCと SiCに対して 30˚回転したグラフェ
ンの回折点が観察され、グラフェンがエピタキシャル成長したことを示している。更に、同サンプルを超高真空

中にて 1050℃でアニールした後の LEED像(図１b)では SiCとグラフェンの他に(6√3×6√3)R30°(6R3)の回折が現
れた。図 2 は同サンプルのアニール前後の顕微ラマン分光スペクトルを示す。G/2D 比および 2D の半値幅(約
60cm-1)から約２層のグラフェンが成長したと考えられる。アニール後には 1500cm-1付近に新たなピーク(図中矢
印)が現れた。このピークは 6R3バッファー層に特徴的なピークである[5]。これらの結果から、アニールによっ
て界面の水素が脱離しグラフェンがバッファー層へと変化したことが示唆され、CVD成長において SiC表面で
はバッファー層が成長し、さらに界面が水素終端されたと考えられる。 
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	 図1	 CVD成長後(a)、アニール後(b)のLEED像 
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図2	 顕微ラマンスペクトル 
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